1. Kontroliuojamos kristalinės struktūros dangų nusodinimo metodas, panaudojant magnetroninį dulkinimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangų ant dengiamoj o pagrindo (4) nusodinimui magnetroninio dulkinimo būdu vienu metu naudojami keli tą pačią dulkinamąją medžiagą, bet skirtingo tipo (RF arba pDC) maitinimo šaltinius turintys magnetronai (1, 2), iš kurių dalelių srautai dengiamąjį paviršių pasiekia vienu metu; kampai (α) tarp atskirų plokštuminių magnetronų (1, 2) dulkinamojo paviršiaus normalių (5) ir dangų formavimo pagrindo plokštumos (6) gali būti pasirenkami laisvai nuo 10 iki 90 laipsnių, tačiau 90 laipsnių kampu į bandinio plokštumą gali būti montuojamas tik vienas iš naudojamų magnetronų; formuojamų dangų kristalinės struktūros kontrolei pasiekti atstumas tarp dangos formavimo paviršiaus (4) ir magnetronų (1, 2) turėtų būti tarp 3-20 cm, kiekvieno magnetrono darbinio paviršiaus plotui tenkanti maitinimo galia turi sudaryti nuo 0,5 W/cm2 iki 20,0 W/cm2, o naudotinas darbinis dujų slėgis yra nustatomas iš 1x10-3 - 1x10-1 mbar slėgių intervalo.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojami mažiausiai du magnetronai (1, 2).
3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštuminius magnetronus (1, 2) montuojant 70-90 laipsnių kampu, skatinamas kristalografiškai orientuotų dangų (1-3 kristalinių orientacijų) augimas.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esant mažesniems nei 70 laipsnių kampams, skatinamas polikristalinių dangų su įvairiomis kristalinėmis kryptimis orientuotais domenais augimas.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienu metu naudojant skirtingais kampais orientuotus plokštuminius magnetronus, kuomet dalis magnetronų montuojami 70-90 laipsnių kampu, likę - mažesniais nei 70 laipsnių kampais, formuojamos polikristalinės, įvairiomis kristalinėmis kryptimis orientuotos dangos, turinčios aiškiai išreikštas dominuojančias kristalines orientacijas.

6. Būdas pagal 1, 3-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant cilindrinės geometrijos magnetronus, jų pakreipimo kampų keitimai neturi reikšmės ir atitinkamas funkcionalumas pasiekiamas, keičiant atstumus tarp magnetronų ir dangos formavimo pagrindo.

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didžiausias formuojamų dangų kristalinės struktūros kontrolės efektyvumas pasiekiamas, kai atstumas tarp magnetrono paviršiaus ir dangos formavimo pagrindo yra tarp 7-15 cm, kiekvieno magnetrono darbinio paviršiaus plotui tenkanti maitinimo galia sudaro nuo 1,0 W/cm2 iki 9,0 W/cm2, o darbinių dujų slėgis yra tarp 4x10-3 - 1,6x10-2 mbar.

8. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kelių magnetronų vienalaikio dulkinimo metodu nusodinamų dangų kristalinių fazių susidarymas gali būti kontroliuojamas, atitinkamai keičiant naudojamų maitinimo šaltinių tipą ir jų galią.

9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienu metu nusodinimą vykdant su magnetronais, turinčiais RF ir pDC šaltinius, santykinis RF tipo maitinimo šaltinio galios didinimas gali būti naudojamas termodinamiškai stabiliausių kristalinių fazių susidarymo skatinimui, o santykinis pDC tipo šaltinio galios didinimas stiprins metastabilių kristalinių fazių, įskaitant amorfinę, susidarymą.
